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【はじめに】ワイドバンドギャップ半導体である AlxGa1-xNは、熱的・化学的に安定な材料である

ことに加え、Al組成比 xによってバンドギャップと電子親和力を調整することができる。本研究

では6H-SiC上に成長させたAlxGa1-xNエミッタの電子放出特性向上とデバイス応用を目的として、

エミッタ表面に白色光を照射したときの光支援熱電子放出を評価するとともに、照射光スペクト

ルの影響について検討した。 

【実験方法】 6H-SiC基板上に成膜したn型AlGaN薄膜（膜厚20 nm、Siドーパント濃度3×1018 cm-3）

エミッタを真空容器内で加熱するとともに、エミッタ表面に白色 LED 光を照射したときの電子放出

特性を測定した。本実験では、光学フィルター (透過波長 λ>420, 540 nm)を用いて照射光スペクト

ルを制御することで電子放出に寄与する波長についても検討した。また、最表面の電子親和力を

低減するため、ディスペンサを用いてエミッタ表面に Cs を吸着させた。Cs 供給量はディスペン

サ加熱電流 ICsにより制御し、空間中の Csガス分圧 PCsは四重極質量分析器により測定した。 

【実験結果】 図 1は Al0.25Ga0.75N/6H-SiC表面に PCs=10-6 Paで Csを供給したときの熱電子放出の温

度依存性を示す。Cs吸着により、TE=400 °C程度の比較的低い温度において熱電子放出 Jeが観測

された。また光照射による電流増加率 Jpe/Jeは TE=500 °C程度で最大となった後、減少し TE=700 °C

では熱的な電子放出 Jeが支配的になった。図 2はエミッタ面と光源の間に光学フィルターを設置

した時の電子放出特性を示す。照射波長 > 540 nm (h< 2.3 eV)では光照射による電流増減は見ら

れなかったが、 > 420 nm(h< 3.0 eV)では電流が増加した。Varshniの経験式[1, 2]によると 600 °C

における Al0.25Ga0.75N

のバンドギャップは

3.6 eV程度、6H-SiCで

は 2.8 eV程度であるこ

とから、6H-SiCで励起

された電子が AlGaN

へ拡散し、電子親和力

の低減した表面から電

子放出に至ったと考え

られる。 
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Fig.1. Temperature dependence on 

saturated thermionic emission current. 

-30 -20 -10 0 10

10-9

10-8

10-7

E
m

is
s
io

n
 c

u
rr

e
n
t 
J
 [

A
/c

m
2
]

Al0.25Ga0.75N

  w/o filter
   > 420 nm
   > 540 nm
  no photo irradiation

Electrode voltage V [V]

PCs=10
-6

 Pa

TE = 600 °C

area for copy
10
10
190
180

 
Fig.2. Characteristics of emission 

current J and electrode voltage V. 
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